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Polarización. Recta de cargaPolarización. Recta de carga
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El punto de trabajo viene dado por el corte de la recta de carga y
la curva característica para una determinada corriente de base IB .
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Ejemplo I: Circuitos con transistoresEjemplo I: Circuitos con transistores
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RB = 100kΩ

+10V=UCC

UB=5V

Datos:Datos:
Zona activa:Zona activa:
ββ = 100= 100
VVBEBE == 0v0v
Zona saturaciZona saturacióón:n:
VVCESATCESAT = 0v= 0v
VVBEBE = 0v= 0v

Suponemos zona activa

¿Está en corte?

No  No  UUBBEE == 0V0V
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Ejemplo II: Circuitos con transistoresEjemplo II: Circuitos con transistores

UCE

IC

IB

UBE

RB2 = 100kΩ

+10V=UCC

UB=5V

Suponemos zona activa

¿Está en corte?

No  No  UUBEBE = 0V= 0V

RC = 1kΩ

Imposible
¡¡Suposición
incorrecta!!

A544
R//R
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2B1B

B
B µ==

mA4,54II BC =β=

Recta de carga

!!!V4,44UUIRU CECECCCC −=→+=

Si no estSi no estáá en CORTE ni en zona ACTIVA en CORTE ni en zona ACTIVA SATURACISATURACIÓÓNN

RB1 = 10kΩ

Datos:Datos:
Zona activa:Zona activa:
ββ = 100= 100
VVBEBE = 0v= 0v
Zona saturaciZona saturacióón:n:
VVCESATCESAT = 0v= 0v
VVBEBE = 0v= 0v
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Ejemplo II: Circuitos con transistoresEjemplo II: Circuitos con transistores

UUCECE ≈≈ 0V0V

IC(mA)

IB=100µA

¡¡Suposición
correcta!!

10V
VCE(V)

BC II β<

10mAIUIRU CCECCCC =→+=

Transistor en saturación

IB=544µA

10

IB=544µA

Punto del trabajoPunto del trabajo
(Saturaci(Saturacióón)n)
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IB

UBE

RB2 = 100kΩ

+10V=UCC

UB=5V

RC = 1kΩ

RB1 = 10kΩ

Datos:Datos:
Zona activa:Zona activa:
ββ = 100= 100
VVBEBE = 0v= 0v
Zona saturaciZona saturacióón:n:
VVCESATCESAT = 0v= 0v
VVBEBE = 0v= 0v
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Polarización por resistencia de basePolarización por resistencia de base

IBIB

Datos:Datos:
Zona activa:Zona activa:
ββ = 50= 50
UUBEBE = 0v= 0v
UUCECE > 0v> 0v

UCE

IC

UBE

UCC= 10V

RC = 1kΩ

RB

Calcular el valor de la resistencia de
polarización RB para que el punto de
trabajo esté situado en zona activa.

BBBEBBCC IRUIRU =+=

ECCCCC UIRU +=

Por trabajar en zona activa: BC II β=
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Si  RC=1k RB>50k
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Polarización automática (I)Polarización automática (I)
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Los dos circuitos son equivalentes. En el de la derecha se puede cortar
físicamente por los puntos B y M, y obtener el Thévenin del circuito formado
por UCC ,RB1 y RB2, como puede verse en la siguiente transparencia.
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Polarización automática (II)Polarización automática (II)
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Polarización automática (III)Polarización automática (III)

[ ]EBBBEB 1)R(βRIUU +++=
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ECBBEBBB R)II(URIU +++=

ECBCECCCC R)II(URIU +++=

La corriente ILa corriente ICC depende de Idepende de IBB y y ββ
El punto de trabajoEl punto de trabajo depende dedepende de IIBB

y de la recta de carga.y de la recta de carga.
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Polarización automática (lV): β >> 1Polarización automática (lV): β >> 1
UCC BC II β=En la zona activa:

Recta de carga en zona activa:

( )ECCCECC RRIUU ++=

1)(IRURIU BEceCCCC +++= β
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Si β >> 1 , el acoplamiento a través 
de RE es despreciable.
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Amplificación de señalAmplificación de señal
El punto de trabajo Q varía con el valor de iB

y produce una iC y una vC senoidales.


